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MOSFET - região de canal
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Equação válida para :

Equações de corrente (cont.)
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Região de corte ou sublimiar
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Região de corte ou sublimiar (cont.)

Nesta região a corrente IDS independente da tensão VDS

Exemplo:VT =1V
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Exemplo:VT =2V
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Grafico IDS x VDS
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Grafico IDS x VGS

VDS = 0,1V


